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１．概要（Summary） 

  材料物性が優れているダイヤモンドを用いて、SiC の

次の究極の省エネルギーパワーデバイスの開発を目指し

ている。縦型デバイス実用化のためには、キラー欠陥とな

る、結晶の転移欠陥の解析とその軽減が必要不可欠であ

る[1]。今回、九州 SR 施設で撮影する X 線トポグラフィ

(XRT)像を用いて欠陥解析を行う。その際、目印が必要と

なるため、貴拠点 で LED 描画装置による微細パターン

の作製と電極用金属のスパッタ、リフトオフまでのプロセス

を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

LED描画システム、RF スパッタ装置（合成 PF） 

【実験方法】 

  サンプルの表面に HMDS と AZ-5214 を塗布した。

LED 描画装置を用いて微細パターンを作成し、露光した。

その後 RF スパッタ装置を用いて Ti(約 10 nm)と Au(約

20 nm)をスパッタした。スパッタ後はリフトオフを行った。

基板の裏面にも同様のプロセスを行った。サンプル詳細

は以下の通り： 

(a)  Ibダイヤモンド基板(3 mm角) 膜厚：約 500 μm 

(b)  Ibダイヤモンド基板(3 mm角) 膜厚：約 170 μm 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

  プロセス後の両サンプルを Fig. 1 に示す。図中の赤

色の矢印で示す場所がスパッタしたメタルとなる。また、九

州 SRにてサンプルの欠陥を XRT法で撮影した。Fig. 2

に両サンプルの XRT 像を示す。X 線の侵入長に関係で

試料(a)のコントラスト変化は確認できなかった。 

 

Fig. 1 The surface of each sample after lift-off 

 

 

Fig. 2 XRT images of each sample 
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・参考文献：[1]S.Shikata, DRM.,65 (2016) 168 
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